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Al 誘起層交換成長法は、アモルファス Si 薄膜と Al 薄膜の積層構造を熱処理することにより、

大粒径の Si 多結晶薄膜が得られる手法として古くから知られており[1]、さまざまな応用が考えら

れる低コスト大面積基板上への wafer-equivalent な Si 薄膜の成長法として期待が大きい。 

我々は、成長過程の「その場観察」を利用し、成長カイネティクスの理解を進め、多結晶組織

を制御した高品質 Si 薄膜の実現を目指している[2,3]。また、本手法により作製した Si 薄膜をテン

プレートとした BaSi2薄膜の成長[4]や、固溶限界まで Al がドーピングされる特性を利用した高濃

度ドープ層としての応用などへの展開[5]についても検討を進めている。 

本講演では、これらの研究成果について総合的な報告を行う予定である。 
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